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Dies hat den Vorteil, daB das Signal/Rausch-
verhéltnis sehr gut bleibt. In Empfanger-
schaltungen, bei denen der Tuner im Ver-
gleich zur ZF verzégert wird, ist der Uber-
gangsbereich zwischen ZF und Tunerregel-
einsatz oft sehr kritisch und kann eine
schlechte Empfindlichkeit (Systemrauschzahl)

ergeben. Diese Schaltung bendtigt im Gegen-.

satz zu konventionellen PIN-Regelnetzwerken
auBer der PIN-Diode nur zwei zusétzliche Bau-
teile, die Drossel DR und ein Widerstand R..
Im Normalbetrieb (volle Verstarkung) ist der
Spannungsabfall an R; durch den Drain-
strom Ip so hoch, daB die Diode D, leitend
ist. Beim Abregeln sinkt der Drainstrom lp,
und die Diode D, wird langsam gesperrt. Der
Einsatzpunkt fir die Hilfsregelung |48t sich
durch die Grofe des Widerstandes R; be-
stimmen. Der Nachteil dieser Anordnung, die
leichte Verstimmung des Eingangskreises
beim Regeln, 148t sich mit entsprechendem
LC-Verhéltnis des Eingangskreises oder dem
klieineren Kope!l-Cy soweit reduzieren, daB
die Verstimmung nicht mehr stort. Auch 188t
sich z. B. statt des BF 900 der UHF-MOS-
FET BF 905 einsetzen, der etwa die halbe
Eingangskapazitét besitzt.

AuBer der Kreuzmodulation als Funktion der
Frequenzablage (Abb. 7) wurde noch die
Stérspannung fiir 1% Kreuzmodulation als
Funktion der Regelung (Abb. B) gemessen,
ferner die Leistungsverstarkung und Rausch-
zahl als Funktion der Abregelung (Abb. 9
und 10). Diese letzten vier Diagramme sind
in der Originalschaltung nach Abb. & mit
Einzelkreis am Eingang gemessen worden.
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Abb. 10 Rauschzahl als Funktion der Regelung

435-MHz-Vorstufe mit BF 905 (Abb. 11)

Im Eingangs- und Ausgangskreis wurde ein
kapazitiv verkiirzter 1./4-Leitungskreis ver-
wendet. Die Arbeitspunktstabilisierung uber-
nimmt der Sourcewiderstand von 8209 in
Verbindung mit dem Spannungsteiler an
Gate 1. Diese Schaltung hat noch den Vor-
teil, daB im Veriauf der Regelung das Gate 1
in positiver Richtung mitgeregelt wird. Da-
durch wird im Bezug auf die Kreuzmodula-
tionsspannung ein negativer Dip im Bereich
von 0 dB—10 dB vermieden {(Abb. 12).

Die Rauschzahl dieser Stufe betragt 3 dB,
wobei der nachgeschaltete Konverter eine
Eigenrauschzahl von 6 dB hatte. Die
Leistungsverstarkung ist etwa 19 dB.
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Abb. 11 435-MHz-Vorstufe

P 8000 in Gateschaltung bel 144 MHz

Der P 8000 ist ein Hochstrom-N-Kanalsperr-
schicht FET mit einer hchen Vorwartssteil-
heit. Er wurde flir die Gateschaltung ent-
wickelt und besitzt eine niedrige Eingangs-
impedanz, so daB eine direkte Anpassung an
50-Q- bis 75-Q-Systeme maogilich ist.

Vorteile der Gateschaltung mit Hochstrom
FET's ist die Ubersteuerungsfestigkeit bei
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denkbar einfacher Schaltung. Die Arbeits-
punkteinsteliung erfolgt lediglich durch einen
Sourcewiderstand, da das Gate direkt auf
Masse gelegt werden kann.
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Abb. 12 Stérspannung fir 1% Kreuzmodulation als
Funktion der Regelung

so daB die Schaltung auch ohne Abschir-
mung stabil arbeitet. Ein weiterer Gesichts-
punkt ist die Stabilisierung der quadratischen
Kennlinie. Ein FET mit niedriger Betriebs-
temperatur hat eine bessere quadratische
Kennlinie.

Drei verschiedene Schaltungen sind in Abb. 13
gezeigt. Die Schaltung (A) ist die einfachste
Form ohne Eingangsselektion. Der Drain-
strom 1aBt sich durch den Sourcewiderstand
auf Werte von ca. 5 mA—60 mA einstellen.

In der Praxis genlgt ein Festwiderstand in
der GréBenordnung von 10 @-27 Q.
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Abb. 13 Gateschaltungen bei 144 MHz

Da bei Drainstromen von etwa 10 mA—50 mA
und Drain-Source Spannungen von 15 Volt
bis 24 Volt die Verlustleistung der normalen
Kleinsignaltransistorgehiuse lberschritten
werden kann, wurde das SOT-32-Gehause
verwendet. Beim P 8000 ist der Kristall mit
dem GateanschluB3 auf dem Kiihiblech des
S0T-32-Gehduses montiert, so daB das Ge-
hause direkt auf Masse gelegt werden kann.
Diese Montage bringt gleichzeitig eine gute
Trennung von Ausgangs- und Eingangskreis,

Aus Abb. 14 ist zu ersehen, daB der glin-
stigste Wert fiir den Drainstrom bei etwa

20 mA liegt. Eine weitere Erhdhung des
Drainstromes bringt keinen Gewinn in bezug
auf die Verstdrkung und Rauschen, sondern
nur noch eine Erhdhung der verfugbaren
Ausgangsleistung im Drainkreis, die aber in
Empféangerschaltungen keine Rolle spielt.
Die Schaltungsvariante (B) verwendet einen
selektiven Eingangskreis, um die Weitab-
selektion noch zu verbessern. Dies geht be-
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Abb. 14 Verstidrkung und Rauschen — Drainstrom
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Abb. 15 Stdrspannung fir 1% Kreuzmodulation

sonders aus Abb. 15 hervor. Es zeigt Stor-
spannungen am 75-Q-Eingang fiir 1% Kreuz-
modulation als Funktion der Frequenzablage
des Stdrsenders. Durch ein Bandfilter am
Eingang laBt sich die Selektion auf Kosten
der Rauschzahl noch weiter erhéhen. Die
Rauschzaht wird hierbei um etwa 1 dB—1,5dB
ansteigen.

Nach der Schaltungsvariante (C) kann der
Eingangskreis noch weiter vereinfacht wer-
den. Hierbei ist die Drossel als Kreisindukti-
vitdt zu verwenden. Das LC-Verhéltnis be-
stimmt dabei den Ankoppelfaktor des P 8000
an den Eingangskreis.

Diese Schaltungsvariante ist fir eine Fre-
quenz von 200 MHz gezeigt. Die gemesse-
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nen Daten als Antennenbereichsverstarker
sind in Tabelle 1 gegeben. Tabelle 2 gibt
Dimensionierungshinweise fiir die verwende-
ten Spulen.

Tabelle 1
Leistungsverstarkung 9 dB
Ausgangsspannung
(DIN 45004) 39V 2 132 dB/uV
Eingangsstérfestigkeit
(17MVO3) 1,5V 2 125 dB/pV
Rauschzahl 4,5 dB
RickfluBdadmpfung ax 14,5 dB

an 15 dB

Tabelle 2

L, 6,5Wdg. 0,8 CuAg auf 5,5 ) mitMS-Kern
L, 15Wdg. 0,3 CuL auf55 @
(0,7 uH)
Anzahl bei 4,5 Wdg. (0,14 uH)
L, 14 Wdg. 1,0 CuAg auf 5,5 @
mit Fe-Kern (1,25 uH)
L, 8,5 Wdg. 0,4 Cul. auf55 @
(0,3 uH)
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